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はじめに 従来の III 族窒化物系デバイスでは

AlGaN と GaN のヘテロ構造高電子移動度トランジ

スタ(HEMT)として使用されるが、AlGaN と GaN の

間の格子不整合により欠陥が導入されやすい。この

ため最近格子整合系の Al1-ｘInｘN/GaN(x=0.82)系

が注目されているが、In を含むため MOCVD 法で成

長すると相分離が起こりやすい。そこで我々は,アン

モニアガスを使わず低温成長可能なラジカル支援

有機金属化学気相成長(REMOCVD)法を用いて、

500℃の低温で相分離のない AlInN の成長に成功し

たので報告する。 

 

実験 REMOCVD 装置の詳細については[1,2]に示

されている。サファイア基板上に GaN をハイドライ

ド気相成長法で成長した市販の GaN テンプレート

を基板として使用した。N2プラズマ中で、トリメチ

ルインジウム (TMI)とトリメチルアルミニウム

(TMA)を導入し、500℃で 30 分間 AlInN 薄膜の成長

を行った。また、成長した薄膜中の Al と In の組成

比およびに結晶性をX線回折(XRD)およびシンクロ

トロン XRD を用いて評価した。 

 

結果 XRD による X 線回折ピークより Al の組成比

がGaNとほぼ格子整合する 80.5%であることがわか

った。Figure 1 には成長した AlInN 膜のシンクロト

ロン X 線ロッキングカーブ(XRC) を示す。成長し

たAlInNはX線回折半値幅が 500秒以下であり比較

的結晶性が良いことがわかった。以上のように

REMOCVD 法を使用することで、アンモニアを使用

しなくても比較的結晶性の良いAlInNが低温で成長

可能であることが分かった。 

 

Figure 1 Synchrotron X-ray rocking curve of a grown 

AlInN film 
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FWHM = 483 arcsec.
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